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НЕСКОЛЬКО НОВЫХ ОДНОМЕРНЫХ ВОЛНОВЫХ УРАВНЕНИЙ

P. KARD. UUSI ÜHEMÕÕTMELISI LAINEVÕRRANDEID

P. KARD. SOME NEW ONE-DIMENSIONAL WAVE EQUATIONS

Приведем несколько новых одномерных волновых уравнений с их ре-
шениями, получаемых методом статьи [!] из уравнения

d2y/dG24-k2h2 (A2Gm4-B2G—2)y=o, AO, ms£~=—2.

При значениях т 1, —l/2, —4, —4/3, —5/2 и —5/3 исключение пара-
метра в новом уравнении требует решения уравнения 3-й степени. Эти

уравнения мы и приводим. Во всех уравнениях № — произвольная посто-

янная, & — волновое число, й — толщина слоя,

E=z/h

— безразмерный аргумент. 7 означает везде функцию Бесселя (ци-
линдрическую функцию).

Уравнения и их решения таковы:
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Как показано в [?], в каждом одномерном BOJIHOBOM уравнении
можно заменить во втором члене

š—)— —
—

‚ ad—bc=l

с добавлением к этому члену множителя (сё--а)-*. Решение такого

измененного уравнения получается из решения первоначального урав-
нения путем той же замены (27) с добавлением множителя СЁ-|-а.
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